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În lucrare se analizează particularităţile influenţei temperaturii, a câmpului magnetic şi a 

concentraţiei componentelor asupra modificării spectrului energetic al purtătorilor de sarcină în 
semiconductoarele semimagnetice Hg1-xMnxTe (0,08≤x≤0,2), Hg1-x-yCdxMnyTe (0≤x≤0,2; 
0≤y≤0,23). Eşantioanele studiate în această lucrare au fost obţinute prin metoda epitaxiei de fază 
lichidă în sistem închis din soluţii îmbogăţite cu telur pe substraturi orienrtate ‹111› de telurid de 
cadmiu în regim termodinamic determinat de structura diagramelor de fază a aliajelor Hg1-xMnxTe şi 
Hg1-x-yCdxMnyTe [1]. Concentraţia purtătorilor de sarcină în urma procesului de coacere, reieşind 
din măsurătorile galvanomagnetice, n-a depăşit (1,2÷1,5)·1016cm-3. 

În lipsa câmpului magnetic exterior, la temperaturile (4,2÷300)K spectrele  de absorbţie a 
semiconductoarelor semimagnetice Hg1-xMnxTe şi Hg1-x-yCdxMnyTe au aceeaşi formă ca şi spectrele 
de absorbţie a materialelor nemagnetice Hg1-xCdxTe cu parametrii spectrului energetic egali. Se 
analizează influenţa temperaturii, a câmpului magnetic şi a componenţei asupra modificării 
spectrului energetic al purtătorilor de sarcină. 

Studierea comportamentului frontierei de absorbţie fundamentale a semimagneticilor a 
permis calcularea integralelor interacţiunii de schimb N0α şi N0β. 

Rezultatele experimentale se explică în cadrul modelelor teoretice Kane, Pidgenon-Brown. 

Introducere 

Un interes deosebit se acordă în literatura de specialitate semiconductorilor 
semimagnetici Hg1-xMnxTe, Hg1-x-yCdxMnyTe  ca materiale de perspectivă pentru 
confecţionarea, pe baza lor, a receptoarelor de radiaţii infraroşii în diapazonul 
spectral (3÷5) şi (8÷12)µm [2,3,4]. Actualmente, pentru confecţionarea 
receptoarelor de radiaţii infraroşii din acest diapazon, se folosesc, în principiu, 
aliajele Hg1-xCdxTe [4]. În baza acestor aliaje, se construiesc receptoare cu 
caracteristici performante. Deşi există succesele în tehnologia materialelor 
cunoscute în acest domeniu, totuşi există o serie de probleme legate de stabilitatea 
materialelor Hg1-xCdxTe, determinată de migraţia necontrolată a defectelor reţelei 
cristaline şi a ionilor de mercur în volumul şi în stratul de suprafaţă. Nivelul înalt 
de modernizare a tehnologiei de obţinere a acestor materiale nu permite 
compensarea acestor neajunsuri. În această situaţie, destul de actuală devine 
problema materialelor noi, multifuncţionale, cu aceleaşi caracteristici energetice ca 
şi          Hg1-xCdxTe, dar care ar poseda cu o stabilitate a caracteristicilor electronice 
mai înaltă. Anumite rezultate, în această ordine de idei, sunt determinate de 
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introducerea în aliajul ternar Hg1-xCdxTe a unei componente suplimentare sau 
înlocuirea cadmiului cu un alt element, de exemplu, manganul, fierul sau zincul. 

Rezultatele indicate în literatura de specialitate [4,6] confirmă că introducerea 
sau înlocuirea cadmiului cu mangan şi obţinerea semiconductoarelor 
semimagnetice ternare Hg1-xMnxTe şi cuaternare Hg1-x-yCdxMnyTe contribuie la 
obţinerea materialelor cu o stabilitate mai ridicată, la îmbunătăţirea proprietăţilor 
mecanice şi se manifestă pozitiv asupra stabilităţii caracteristicilor fizice a 
receptoarelor de radiaţie infraroşie. Perspectiva materialelor semimagnetice ternare 
Hg1-xMnxTe şi cuaternare Hg1-x-yCdxMnyTe creează o serie de probleme de cercetări 
suplimentare atît tehnologice, cît şi a proprietăţilor fizice ale acestor materiale. Una 
dintre aceste probleme, de exemplu, este cercetarea spectrului energetic al 
purtătorilor de sarcină şi modificarea acestuia sub influenţa concentraţiei cadmiului 
şi a manganului, sub influenţa temperaturii şi a câmpului magnetic, standartizarea 
experimentală a funcţiei ( )Tgg yx,εε =  ( gε  - lărgimea benzii energetice interzise) 
etc. 

În această lucrare se pun în evidenţă rezultatele experimentale ale influenţei 
temperaturii, câmpului magnetic şi concentraţiei cadmiului şi manganului asupra 
modificării spectrului energetic al purtătorilor de sarcină în Hg1-xMnxTe,            
Hg1-x-yCdxMnyTe obţinute în baza ridicării spectrelor de absorbţie la diferite 
temperaturi în câmpul magnetic exterior şi în lipsa câmpului magnetic. 

Rezultatele experimentale au fost obţinute pentru intervalul de temperaturi 
4,2÷300 K şi diapazonul de câmpuri magnetice de până la 6T. S-au studiat 
peliculele epitaxiale Hg1-xMnxTe (0,018 ≤ x ≤ 0,23), Hg1-x-yCdxMnyTe (0 ≤ x ≤ 0,2; 
0 ≤ y ≤ 0,23). 

 
2. Tehnologia obţinerii peliculelor epitaxiale Hg1-xMnxTe,  

Hg1-x-yCdxMnyTe  şi metodica experimentului 
 

Eşantioanele studiate în această lucrare au fost obţinute prin metoda epitaxiei 
de fază lichidă în sistem închis din soluţii îmbogăţite cu telur, pe substraturi 
orienrtate ‹111› de telurid de cadmiu în regim termodinamic determinat de 
structura diagramelor de fază a aliajelor Hg1-xMnxTe şi Hg1-x-yCdxMnyTe [1]. 
Temperatura substratului de telurid de cadmiu în procesul de obţinere a peliculelor 
a variat în intervalul de temperaturi (873÷933)K iar presiunea suplimentară a 
vaporilor de mercur în sistemul închis n-a depăşit 0,1atm. Regimul tehnologic de 
obţinere a peliculelor Hg1-xMnxTe, Hg1-x-yCdxMnyTe, cu conţinutul nominalizat, a 
fost ales în conformitate cu diagrama de stare a aliajului respectiv. Procesul 
tehnologic a permis obţinerea peliculelor omogene după conţinut de conductivitate 
electrică de tipul –p. Următoarea etapă a procesului tehnologic a fost coacerea 
peliculelor în vapori de mercur timp de 4÷8 ore la T=573K. Concentraţia golurilor 
peliculelor după procesul de coacere n-a depăşit (1,2÷1,5)·1016cm-3. Densitatea 
dislocaţiilor peliculelor studiate în această lucrare n-a fost mai mare de 
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(4÷6)·104cm-2. S-a verificat şi stabilitatea caracteristicilor fizice ale peliculelor     
Hg1-xMnxTe, Hg1-x-yCdxMnyTe în timp, în raport cu peliculele Hg1-xCdxTe. După 6 
luni de păstrare a peliculelor în atmosferă, rezultatele experimentale obţinute 
confirmă o stabilitate cu 20% mai mare decât stabilitatea respectivă a 
caracteristicilor fizice ale peliculelor Hg1-xCdxTe cu aceeaşi lărgime a benzii 
energetice interzise. 

Peliculele Hg1-xMnxTe, Hg1-x-yCdxMnyTe au fost supuse şi cercetărilor 
röntghenostructurale în scopul determinării repartiţiei omogene a componentelor 
aliajului pe dimensiunile geometrice (grosime, suprafaţă) ale peliculelor. Aceste 
studii experimentale au permis să evidenţiem o omogenitate suficientă a peliculelor 
pe o grosime de 20÷60 µm pentru aliajul Hg1-xMnxTe şi 20÷30 µm pentru aliajul  
Hg1-x-yCdxMnyTe. 

Efectele optice s-au studiat cu ajutorul unei instalaţii montate în baza 
spectrometrului SPM-2. Pentru studierea efectelor de transparenţă în diapazonul 
spectral respectiv peliculele au fost eliberate mecanic, de substrat şi instalate liber 
într-un modul confecţionat din aluminiu cu o ferestruică respectivă. Cunoscîndu-se 
din experiment transparenţa optică şi grosimea peliculei, s-a determinat coeficientul 
de absorbţie, conform concepţiei expuse în [7] şi dependenţa acestui coeficient de 
energia fotonilor incidenţi, adică s-a obţinut spectrul experimental ( )ωαα h=  şi 
modificarea lui sub influenţa temperaturii şi a câmpului magnetic. Spectrele de 
absorbţie teoretice s-au calculat, utilizându-se modelul energetic al 
semiconductorilor cu lărgimea îngustă a benzii energetice interzise [8,9]. 

 
3. Rezultatele experimentale şi discuţia lor 

3.1. Influenţa temperaturii asupra modificării spectrelor de absorbţie 
 
În fig. 1 sunt prezentate spectrele de absorbţie ale peliculei epitaxiale Hg1-x-

yCdxMnyTe (x = 0,16; y = 0,02) ridicate la temperaturile 4,2K (curba 1); 55K (curba 
2); 80K (curba 3) în lipsa câmpului magnetic. Din aceste rezultate, se observă că 
spectrele primite reprezintă nişte segmente din spectrele de absorbţie respective; 
frontiera absorbţiei are aceeaşi formă la acele temperaturi, la care s-au realizat 
experimentele; forma abruptă a structurii spectrului de absorbţie confirmă calitatea 
superioară a peliculelor Hg1-x-yCdxMnyTe studiate şi un nivel tehnico-ştiinţific 
satisfăcător al procesului tehnologic de obţinere a peliculelor; la micşorarea 
temperaturii, forma spectrului de absorbţie, înregistrat experimental, nu se schimbă, 
dar se deplasează neobişnuit, spre deosebire de semiconductoarele din grupa 
AIIIBV, în diapazonul spectral al energiilor mici. Forma spectrului de absorbţie 
(exemplul din fig. 1) ne permite să conchidem că structura spectrelor de absorbţie 
este deteminată de tranziţiile optice directe de tipul „banda energetică de valenţă a 
golurilor grele – banda energetică de conducţie”, după cum se demonstrează şi în 
lucrarea [14]. În baza concepţiilor descrise în [7], din spectrele de absorbţie 
înregistrate, s-a determinat lărgimea benzii energetice interzise ( )Tgg yx,εε = ; 
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mod analogic, s-au ridicat şi analizat spectrele de absorbţie pentru peliculele de 
Hg1-xMnxTe cu diferite concentraţii a manganului, pentru care, folosindu-se 
aceleaşi concepţii fizice, s-au determinat funcţiile de mai sus. 

În fig. 1, liniile continuie reprezintă spectrele de absorbţie teoretice, calculate 
în cadrul modelelor teoretice Pidjenon-Brown şi Kane [7,8], care descriu suficient 
spectrul energetic al purtătorilor de sarcină în materiale cu lărgimea îngustă a 
benzii energetice interzise pentru regiunea frontierei absorbţiei fundamentale şi cu 
concepţia tranziţiilor optice directe. 

 
 
Concordanţa dintre spectrele de absorbţie experimentale cu cele teoretice s-a 

obţinut folosindu-se în calcule următoarele caracteristici: masa efectivă a 
electronilor ( ) 2

0 104,2* −⋅=mme  şi masa efectivă a golurilor grele 0
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Fig.1. Spectrele de absorbţie ale peliculelor epitaxiale Hg1-x-yCdxMnyTe (x=0,16; y=0,02) 

înregistrate în lipsa câmpului magnetic la temperaturile: 
1) 4.2 K; 2) 55 K; 3) 80 K. 

Puncte – experiment; linii continue – spectre de absorbţie calculate teoretic 
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energia dispicării spin-orbită eV1=∆ ; constanta dielectrică 160 =ε ; elementul 
matricial de interacţiune cmeVP ⋅⋅= −8103,8 . Folosindu-se spectrele de absorbţie 
fundamentale în cadrul concepţiei tranziţiilor optice directe „banda de valenţă a 
golurilor grele – banda de conducţie”, s-a determinat lărgimea benzii energetice 
interzise în funcţie de componenţa aliajului şi de temperatură. Rezultatele obţinute 
sunt incluse în figurile 2, 3 şi 4. În fig. 2 sunt reprezentate dependenţele lărgimii 
benzii interzise de concentraţia manganului pentru diferite pelicule Hg1-xMnxTe la 
T = 300K, obţinute din spectrele experimentale de absorbţie şi spectrele de iradiere. 

 
 
 
Datele experimentale pentru funcţia ( )Tgg xεε =  confirmă o dependenţă 

neliniară care, cu un anumit grad de exactitate în cadrul metodei pătratelor mici, 
poate fi aproximată ca o dependenţă liniară confirmată prin linia continuă din 
această figură. Paralel cu efectele de absorbţie pentru detrminarea lărgimii benzii 
energetice interzise s-au utilizat spectrele de iradiere. Spectrele de iradiere 
(spectrele FL), după structura lor au forma unei fâşii largi, analizându-le după 
metodă cunoscută de separare a spectrelor Aliantz-Fogh. Presupunând că aportul 
esenţial în această tranziţie aparţine tranziţiei de tipul „bandă energetică de 
conducţie – banda energetică de valenţă”, după maximul fâşiei dispersate, am 
determinat lărgimea benzii energetice interzise. Rezultatele experimentale pentru 
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 Fig.2. Dependenţa lărgimii benzii energetice interzise de conţinutul manganului 
 Eg= Eg(x) pentru sistemul ternar Hg1-xMnxTe determinată din structura spectrelor de 

absorbţie (=) şi spectrelor de iradiere FL (n) pentru temperatura de 300K 



             Efecte  optice  în semiconductoare  semimagnetice  Hg1-xMnxTe, Hg1-x-yCdxMnyTe            13
 

 
funcţia ( )xgg εε = , obţinute din analiza structurii spectrelor de absorbţie şi a 
spectrelor de fotoluminescenţă, sunt prezentate pentru sistemul ternar Hg1-xMnxTe 
la T=300K în fig. 2. Rezultatele experimentale obţinute în urma acestor investigaţii 
cu pelicule de aceeaşi componenţă corelează suficient între ele. 

Investigaţii de acelaşi fel s-au realizat şi pentru peliculele cuaternare Hg1-x-

yCdxMnyTe cu diferite concentraţii de cadmiu şi mangan la diferite temperaturi. 
Spectrele de absorbţie pentru pelicule cuaternare la temperatura dată, în lipsa 
câmpului magnetic, au aceeaşi formă ca şi spectrele de absorbţie ridicate pentru 
pelicule ternare prezentate în fig. 2. Folosindu-se aceeaşi procedură, s-a determinat 
pentru aceste materiale lărgimea benzii energetice interzise şi modificările acestui 
parametru în funcţie de temperatura, concentraţia componentelor şi prezenţa 
câmpului magnetic de o anumită geometrie. 

 
 

Dependenţa lărgimii benzii energetice interzise de parametrii aliajului este 
prezentată în fig. 3 pentru două pelicule cu concentraţia cadmiului x = 0,2 (curba 1) 
şi x = 0,16 (curba 2) în funcţie de concentraţia manganului. Rezultatele sunt 
obţinute din spectrele de absorbţie şi spectrele de fotoluminescenţă ridicate la 
temperatura 80K. După aceeaşi metodă, au fost obţinute rezultatele reprezentate în 
fig. 4, pentru y = 0,12 în funcţie de concentraţia cadmiului ridicate din aceleaşi 
experimente.   
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Fig.3. Dependenţa Eg= Eg(y)x,T pentru pelicule epitaxiale Hg1-x-yCdxMnyTe  
1) x=0,2; 2) x=0,16 determinată din spectrele de absorbţie (=,n) şi spectrele de iradiere 

(¡,¨). Liniile continuie sunt calculate cu formula (1) 
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 Cele prezentate în fig. 2, 3 şi 4 ne permit să conchidem: cu mărirea 

concentraţiei manganului în Hg1-xMnxTe, frontiera absorbţiei fundamentale se 
deplasează în diapazonul spectral al energiilor mari. În cazul peliculelor cuaternare 
Hg1-x-yCdxMnyTe constatăm următoarele: pentru o peliculă cu acelaşi conţinut de 
cadmiu (fig. 3), odată cu mărirea concentraţiei manganului în aliaj, frontiera 
absorbţiei fundamentale (lărgimea benzii energetice interzise) se deplasează la fel 
în diapazonul energiilor mari; pentru aceeaşi concentraţie a manganului, la mărirea 
concentraţiei cadmiului în aliaj, frontiera absorbţiei fundamentale se deplasează, de 
asemenea, în diapazonul spectral al energiilor mari. Aceste rezultate ne permit să 
constatăm pentru sistemul Hg1-x-yCdxMnyTe că, variind în anumite intervale de 
concentraţii conţinutul cadmiului şi manganului, putem obţine materiale cu aceeaşi 
lărgime a benzii energetice interzise, dar cu concentraţii diferite de mangan. 
Aceasta este o concluzie destul de importantă pentru studierea experimentală a 
interacţiunii de schimb, determinată de specificul manganului ca şi component al 
aliajului respectiv.  

Comparând spectrele de absorbţie ridicate la temperatura dată pentru 
peliculele Hg1-xMnxTe şi Hg1-x-yCdxMnyTe, discutate mai sus, cu cele prezentate în 
lucrările [9,10] pentru pelicule de Hg1-xCdxTe, menţionăm: materialele 
semimagnetice Hg1-xMnxTe, Hg1-x-yCdxMnyTe cît şi materialele nemagnetice      
Hg1-xCdxTe, cu aceeaşi lărgime a benzii energetice interzise la aceeaşi temperatură, 
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Fig. 4. Dependenţa ( )Tgg yx,εε =  pentru pelicule epitaxiale Hg1-x-yCdxMnyTe 
(y=0,12) determinată din spectrele de absorbţie ( n ) şi spectrele de iradiere (n). 

Linia continuă este calculată prin formula (1) 
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în lipsa câmpului magnetic exterior, au aceeaşi formă. La această concluzie se 
ajunge comparându-se rezultatele lucrării date cu cele prezentate în [14, 17]. 

Liniile continuie din fig. 3, 4 reprezintă calcule teoretice ale funcţiei 
( )Tgg yx,εε = . Este evident faptul că, pentru valorile componentelor aliajului     

Hg1-x-yCdxMnyTe, este necesară obţinerea unei funcţii ce ar reflecta dependenţa 
structurii şi a componenţei aliajului şi energia tranziţiilor optice directe. În cadrul 
modelului unui cristal virtual, expus în lucrarea [12], pentru calcularea funcţiei 

( )Tgg yx,εε = , s-a folosit următoarea expresie analitică: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( )( ) xyyxyx

sxylyzxyxyx Tg ++−−
++−−

=
1

1, 231312 εεε
ε ,   (1) 

unde ( )TeCdHg zzg −= 112 εε ; ( )TeCdMn ssg −= 123 εε ; ( )TeCdMn lll −= 113 εε ;  
( )

2
2 yxz +

= ;   
2

1 yxs +−
= ;   ( )

2
2 xyl +

= . 

Formele analitice ale funcţiilor 231312 ;; εεε  utilizate sunt asemenea celor 
cunoscute în lucrările [12, 13, 14, 15]. Analizându-se rezultatele obţinute din 
experimentele optice şi de iradiere, menţionăm o corelare satisfăcătoare a curbelor 
experimentale cu cele teoretice în diapazonul de concentraţii studiat. 

Având spectrele absorbţiei fundamentale, s-a calculat ( )xf
dT
d

x

g =
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
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

 ε
 pentru 

Hg1-xMnxTe şi  ( )yxf
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d
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g ,
,

=
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
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
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 pentru Hg1-x-yCdxMnyTe. 

Deplasarea frontierei absorbţiei fundamentale în funcţie de temperatură în 
Hg1-xMnxTe şi Hg1-x-yCdxMnyTe se poate explica în baza cunoscutei concepţii de 
explicare a formei funcţiei ( )xgg Tεε =  pentru Hg1-xCdxTe, descrisă în lucrarea 
[14]. Valorile numerice ale coeficientului termic al benzii energetice interzise 
pentru materialele semimagnetice studiate sunt aproximativ de două ori mai mari 
decât cele cunoscute pentru Hg1-xCdxTe cu aceeaşi lărgime a benzii energetice 
interzise. Una dintre cauzele obţinerii acestor  valori poate fi structura 
cristalografică diferită pentru combinaţiile HgTe, CdTe şi MnTe. 

 
3.2. Influenţa câmpului magnetic exterior asupra modificării spectrului 

energetic al purtătorilor  de sarcină în Hg1-xMnxTe şi Hg1-x-yCdxMnyTe 
 
Rezultatele obţinute confirmă că, în lipsa câmpului magnetic exterior, 

spectrele de absorbţie fundamentală a semimagneticilor Hg1-xMnxTe şi Hg1-x-

yCdxMnyTe, materialele cu lărgimea îngustă a benzii energetice interzise, la 
temperaturi joase, au aceeaşi formă ca şi materialele nemagnetice Hg1-xCdxTe. În 
scopul studierii restructurării spectrului energetic al purtătorilor de sarcină în 
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câmpul magnetic, s-au ridicat spectrele de absorbţie ale materialelor semimagnetice 
Hg1-xMnxTe şi Hg1-x-yCdxMnyTe în câmpul magnetic exterior cu inducţia de 6T la 
temperatura de 4,2K. 

Forma segmentului spectrului absorbţiei fundamentale pentru Hg1-xMnxTe şi 
Hg1-x-yCdxMnyTe (lărgimea îngustă a benzii energetice interzise) în câmpul 
magnetic exterior este aceeaşi ca şi în lipsa câmpului magnetic la 4,2K, numai că 
este deplasată în diapazonul spectral al energiilor mici. 

 
Folosindu-se aceeaşi procedură experimentală, s-a determinat lărgimea benzii 

energetice interzise în câmpul magnetic şi modul în care se modifică acest 
parametru în câmpul magnetic ( )Bgg εε = . 
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Fig.5. Dependenţa Eg= Eg(B)x,y,T pentru pelicule epitaxiale 
 Hg1-x-yCdxMnyTe la T=4,2 K 
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Pentru două pelicule din Hg0,81Cd0,08Mn0,11Te şi Hg0,75Cd0,2Mn0,05Te la 

temperatura de 4,2K din spectrele ( ) ωαα hB= , s-a determinat forma experimentală 
a funcţiei ( )Bgg εε = . Rezultatele sunt prezentate în fig. 5. Din spectrele de 
absorbţie fundamentală, în lipsa câmpului magnetic, avem ( ) meVg 2400 =ε pentru 
aliajul Hg0,81Cd0,08Mn0,11Te şi ( ) meVg 2700 =ε pentru aliajul Hg0,75Cd0,2Mn0,05Te. 
Spectrele de absorbţie, pentru peliculele enunţate la T = 4,2K, în diferite câmpuri 
magnetice, au fost folosite pentru calcularea experimentală a lărgimii benzii 
energetice interzise. Datele obţinute sunt prezentate prin puncte în fig. 5. 
Extrapolând această dependenţă experimentală pentru B → 0, primim gε  pentru B 
= 0. Rezultatele obţinute din această extrapolare corelează cu cele primite din 
forma spectrelor de absorbţie ridicate în lipsa câmpului. Folosindu-se rezultatele 

experimentale, s-a calculat 
T

g

dB
d








 ε
 pentru aceste pelicule. Am obţinut următoarele 

valori:  

pentru peliculele Hg0,81Cd0,08Mn0,11Te  13102,3 −− ⋅⋅=






 TeV
dB
d

T

gε
,  

pentru pelicula   Hg0,75Cd0,2Mn0,05Te  13102,2 −− ⋅⋅=






 TeV
dB
d

T

gε
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Diagrama nivelelor Landau, calculată în cadrul modelului teoretic Pidgenon-
Brown [9], ţinîndu-se cont de interacţiunea de schimb specifică materialelor 
semimagnetice, este reprezentată în fig. 6. Diagrama prezentată în această figură 
confirmă deplasarea anomală la frontierea absorbţiei fundamentale în câmpul 
magnetic pentru Hg1-xMnxTe şi Hg1-x-yCdxMnyTe. Folosind concepţia acestei 
diagrame energetice (spre deosebire de materialele nemagnetice, nivelul energetic 

( )1−Bε  în câmpul magnetic se deplasează pe diagrama energetică în sus), s-a 
calculat deplasarea frontierei absorbţiei fundamentale în câmpul magnetic. Linia 
continuă în fig. 5 reprezintă deplasarea teoretică a frontierei absorbţiei 
fundamentale (nivelul coeficientului de absorbţie ~500cm-1) în câmpul magnetic la 
temperatura 4,2K. Menţionăm corelarea satisfăcătoare a datelor experimentale cu 
cele teoretice. Parametrii variaţionali pentru obţinerea corelaţiei datelor 
experimentale cu cele teoretice sunt integralele de schimb pentru banda energetică 
de conducţie (N◦α) şi pentru banda energetică de valenţă (N◦β). Coincidenţă 
satisfăcătoare s-a obţinut pentru |N0α| = 0,42eV; |N0β| = 0,8eV. Aceste valori 
corelează cu cele cunoscute din analiza experimentelor privitor la spectroscopia 
purtătorilor de sarcină în câmpul magnetic pentru aceste pelicule [18]. 
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La fel, din deplasarea frontierei de absorbţie fundamentale în câmpul 

magnetic, s-au determinat masele efective ale electronilor şi golurilor. Valorile 
corelează cu cele folosite în calculele spectrelor de absorbţie în lipsa câmpului 
magnetic. Pentru parametrii reduşi ai lui Latindger, s-a folosit 3,3~

1 =γ ; 3,0~
2 =γ ; 

0
~

=k  [18]. 

4. Concluzii 
Rezultatele experimentale obţinute în această lucrare permit formularea 

următoarelor concluzii: 
1. Forma segmentelor spectrelor de absorbţie, studiate pentru diferite 

temperaturi şi conţinuturi, pentru Hg1-xMnxTe şi Hg1-x-yCdxMnyTe este 
identificată ca tranziţii optice „banda energetică de valenţă a golurilor grele – 
banda energetică de conducţie”; 

2. În lipsa câmpului magnetic, micşorarea temperaturii contribuie la deplasarea 
frontierei absorbţiei fundamentale a materialelor semimagnetice Hg1-xMnxTe 
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şi Hg1-x-yCdxMnyTe (materiale cu banda energetică interzisă îngustă) în 
diapazonul spectral al energiilor mici. În mod experimental, s-a calculat 

coeficientul termic al benzii energetice interzise ( )xf
dT
d g =
ε

; ( )yxf
dT
d g ,=
ε

; 

3. Din datele experimentale pentru Hg1-xMnxTe şi Hg1-x-yCdxMnyTe     s-au 
determinat formele de influenţă a temperaturii şi a compoziţiei asupra 
funcţiilor ( )xgg εε = ; ( )yxgg ,εε = ; ( )xgg Tεε = ; ( )ygg Tεε = . Folosindu-se 
concepţiile modelelor energetice Kane şi Pidgenon-Brown s-au calculat 
spectrele teoretice ale absorbţiei fundamentale. S-a demonstrat că, în lipsa 
câmpului magnetic exterior, spectrele absorbţiei fundamentale au aceeaşi 
formă ca şi spectrele absorbţiei fundamentale pentru materialele nemagnetice 
cu banda energetică îngustă, spre exemplu Hg1-xCdxTe; 

4. În câmpul magnetic exterior la temperaturi joase (4,2K), frontiera absorbţiei 
fundamentale se deplasează anomal în diapazonul spectral al energiilor mici. 

Din datele experimentale s-a calculat ( )yxf
dB
d

T

g ,=






 ε
. Folosindu-se această 

dependenţă, s-au determinat masele efective ale purtătorilor de sarcină şi 
integralele de schimb pentru banda de conducţie (Noα) şi pentru banda 
energetică de valenţă (Noβ). 
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This paper analyzes the particularities of the influence of temperature, magnetic field, the 

concentration of components on the modification of the energetic spectrum of charge carriers in 
Hg1-xMnxTe (0,08≤x≤0,2), Hg1-x-yCdxMnyTe (0≤x≤0,2; 0≤y≤0,23) semimagnetic semiconductors. 
The samples studied in this work were obtained by the method of liquid phase epitaxy in closed 
system from solutions enriched with Tellurium on oriented substrata <111> of Cadmium Telluride 
in a thermodynamic regime determined by the structure of phase diagrams of Hg1-xMnxTe and Hg1-x-

yCdxMnyTe alloys. [1] The concentration of charge carriers after the process of determined baking 
according to galvanometric measuring has not surpassed (1,2÷1,5)·1016cm-3. 

On the basis of the experimental study of optical effects it is mentioned that in the absence of 
the external magnetic field at temperatures (4,2÷300)K  the absorption spectra of Hg1-xMnxTe and                     
Hg1-x-yCdxMnyTe semimagnetic semiconductors have the same form as the absorption spectra of 
Hg1-xCdxTe non-magnetic materials with equal parameters of energy spectrum. The influence of 
temperature, magnetic field and composition on the modification of the energy spectrum of charge 
carriers is analyzed. 

The study of the frontier behaviour of the fundamental absorption in the external magnetic 
field allowed the calculation of integrals of change interaction for the conduction energy band N0α 
and the valence energy band N0β. 

The experimental results are explained by Kane, Pidgenon-Brown theoretical models. 
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